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【はじめに】高移動度チャネル材料である In0.53Ga0.47As は High-k 材料と組み合わせた

High-k/In0.53Ga0.47As MOSキャパシタは次世代MISFETの候補である。従来の研究により高い誘

電率(k ~ 27)を有する La2O3は良好な界面特性が得られ[1]、また Fin-FET といった 3D デバイス

に適する ALD 法を用いた La2O3/InGaAs キャパシタにおいて Al2O3より低い界面準位が得られ

ている[2]。しかし、これまで詳細な ALD 条件による電気特性、界面特性への影響についての

報告は少ない。本研究では ALD 堆積条件による電気、界面特性への影響について報告する。 

【実験方法】n-In0.53Ga0.47As（ND : 2×10
16 

cm
-3）を InP 基板にエピタキシャル成長させた基板を

用いた。HF (20%)を用いて基板洗浄を行った後 (NH4)2S で表面処理を行った。その後、原料と

して La(
i
C3H7-C5H4)3(以下 La(

i
PrCp)3)を用いてALD法により 150

o
C, 180

o
Cで La2O3を 80 cycleの

膜厚で成膜し、in-situで RFスパッタリング法を用いて電極を TiN (45nm)/W (5nm)堆積させた。

そして FG (N2:H2 = 97%:3%) 雰囲気中にて熱処理 (PMA)を行い、電気特性の評価を行った。 

【結果】Fig. 1 に堆積温度(a) 150
o
Cと(b) 180

o
Cにおける La2O3/InGaAsキャパシタの C-V 特性を

示す。堆積温度(a) 150
o
CではCET = 2.6 nmで(b) 180

o
Cと比較して反転領域における周波数分散、

ヒステリシスが抑えられている。Fig. 2 に各堆積温度の(a) ヒステリシスと(b) コンダクタンス

法を用いて算出した界面準位密度 Ditの PMA 温度依存性を示す。Fig. 2(a) から 150
o
Cではヒス

テリシスが抑えられており、PMA370
o
C 以上で逆向きの回転となる。また、Fig. 2 (b) 界面準位

Ditでは PMA温度が 420
o
C まで Dit = 6.3×10

11
eV

-1
cm

-2と 180
o
C より低いことがわかる。以上か

ら低温堆積により La2O3/InGaAs界面で As酸化物の形成が抑制されたと示唆される[3]。 
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Fig. 1 C-V characteristics of TiN/W/ALD-La2O3 /InGaAs capacitors 

deposited at (a) 150oC and (b) 160oC annealed in FG at 320oC.
 

Fig. 2 (a) Hysteresis at Vfb and (b) Dit values at 

Ei+0.1eV as a function of PMA temperature. 
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